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Диссертационная работа И.В. Рожанского посвящена теоретическому исследованию 
широкого круга спиновых явлений в наноструктурах. Актуальность выбранного автором 
направления исследований, которое включает в себя основные задачи эффективно 
полупроводниковой спинтроники и физики магнитных явлений в наноструктурах, не 
вызывает сомнений.  

В диссертации И.В. Рожанского поставлен и решен ряд важных задач, получены 
новые результаты, которые вносят существенный вклад в развитие физики наноструктур. 
Приведем некотороые из них: 
 Построена теория туннелирования между двумерными проводящими слоями со спин-

орбитальным взаимодействием, предсказано, что эффект будет ярко выражен при 
туннелировании дырок в гетероструктурах на основе GaAs и SiGe 

 Разработана теория резонансной туннельной гибридизации примесного состояния с  
континуумом двумерных делокализованных состояний и редложен механизм 
возникновения циркулярной поляризации фотолюминесценции (ФЛ) из КЯ при 
расщеплении гибридизованного состояния по спину 

 Описан механизм резонансно-туннельной спин-зависимой рекомбинации в 
полупроводниковых гетероструктурах. Теоретические расчеты объяснют наблюдаемые 
особенности ФЛ в гетероструктурах на основе InGaAs с КЯ и слоем Mn. 

 Предложена теория резонансного косвенного обмена в полупроводниковых 
гетероструктурах и графене. Теория описывает обменное взаимодействие магнитных 
ионов через проводящий канал, отделенный потенциальным барьером. Показано, что 
резонансная туннельная связь приводит к услению взаимодействия. Теория объясняет 
немонотонную зависимость температуры Кюри от глубины КЯ в гетероструктурах на 
основе InGaAs с пространственно отделенным слоем Mn. 

 Показано, что в случае резонансного косвенного обмена в графене характер магнитного 
взаимодействия (антиферромагнитное или ферромагнитное) не зависит от расположения 
адатомов на поверхности графена.  

 Предложен новый принцип модуляции магнитных свойств графена с магнитным 
адатомами за счет изменения условия резонансной туннельной связи адатомов с 
графеном. 

 
По совокупности полученных результатов, их научной и практической значимости и 

новизне диссертация И.В. Рожанского удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а сам И.В. Рожанский несомненно заслуживает присуждения ему 
ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 - физика 
полупроводников. 
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